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１．概要（Summary） 

400 nm ピッチの矩形回折格子金型を機械加工で製

作するためには約 200 nm 幅の矩形工具が必要となる

が、既存技術では製作できない。そこで半導体に電子線

描画しエッチング・切出しを行い、射出成型金型に組み

込む手法で製作を試みた。格子深さは 27±5 nm を目

標とした。今年度前期の試作にて格子深さは再現性を見

出すことができたため、EB描画にて溝幅の補正にトライし

た。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 大面積超高精度電子線描画装置、深堀ドライエッチン

グ装置 

・実験方法 

 EB 用レジストを膜厚 150 nm に塗布した Si 基板を大

面積超高精度電子線描画装置にて 400 nm ピッチ溝幅

180nmの回折格子を 2×2 mmの範囲でそれぞれ EB 

描画した。昨年度 Si 基板ドライエッチングについては電

子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置を用いたが、

プロセス毎の安定性は深堀ドライエッチング装置の方が

優れているという観点から後者を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 試作の結果、EB描画の再現性が得られなかった。今年

度前期溝幅が 232 nm と設計より 52 nm大きくなってい

たため、同様の条件(140C) にて CADデータを 50 nm

狭めて描画を行ったが、改善が見られなかった(Fig.1)。

確認のため EB条件を 120~150 Cの間で 10 C刻み

にて条件設定したが、相関・法則性のない結果が得られ

た。 

 昨年度、今年度前期の試作ではそのようなことはなかっ

たため只今原因調査中である。Fig.2 は同一パターン内

であるが、描画結果は異なる。このような不良パターンは

他の箇所にも見られたため、機械的要素が大きいのでは

ないかと推測した。京大ハブ装置担当者が装置メー 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  FE-SEM image of first trial grating sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. .2  FE-SEM image of second trial grating sample. 

 

 

カーに問い合わせたところ、描画ステージのトラブルと判

明した。現在は、修理が完了し、正常に動作しているとの

ことである。 

なお、使用可能なパターンもあったため、現在金型製

作に取り組み中である。 
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